半导体物理第一、二章习题

1、 请简述你对半导体物理课程的认识、期待和要求。

2、 从微电子科学技术中里程碑式的发明事件出发，谈谈你对微电子科学研究发展及创新的认识和体会。

3、 简述不同固体材料如半导体、金属材料的电学特性。

4、 什么是原胞？什么是晶体学晶胞？简述晶体的基本特征及其表征形式。

5、 简述Si晶体中原子结合及其晶体结构特征，并讨论二者间的内部关联性。

6、 证明在立方晶体中Miller指数相同的晶向和晶面互相垂直。
7、 简述有效质量近似所包含的物理意义和引入有效质量的作用。

8、 有一维晶体的电子能带可以写成
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其中a是晶格常数，试求：

1) 电子在波矢k状态的速度；
2) 能带底部和顶部的有效质量。
9、设有两种半导体，两者的价带顶空穴有效质量有以下关系：m1=3m2，定性画

出两者的E－k关系图。

10、从能带论出发，简述半导体能带的基本特征，利用能带论分析讨论为什么金属和半导体电导率具有不同的温度依赖性。

*11、假设，在理想半导体Si中掺入五价杂质P，其中4个价电子与周围4个Si原子形成共价键，第5个未成键的价电子与P原子实存在库仑相互作用，并形成陷阱能级态。试用类氢原子模型说明，该陷阱能级低于于Si晶体导带底。设在绝对0K，缺陷能级被电子所占据。请定性画出该半导体的电阻率随温度变化曲线，并给出简单的说明。

*参考题，可选作
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